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를 사용한 공정의 SMPS CMP Lumped SiO2 분석 
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공정은 웨이퍼를 평탄화하는 공정으로  Chemical mechanical planarization (CMP) , Device 
와 함께 중요성이 부각되고 있다 공정에 들어가는 소모품 중 슬러리는 웨이shrinkage . CMP

퍼의 연마에 직접 참여하는 연마제로써 타겟하는 물질에 따라 세리아 또는 실리카가 사용, 
된다 세리아 입자는 빠른 . SiO2 연마율과 높은 선택비를 갖기 때문에  Inter layer 

에 많이 활용되고 있다 몇몇 저자들에 의해 세리아 의 연마 메커dielectric(ILD) CMP . CMP
니즘이 제시되었으나 아직 정확한 메커니즘은 나오지 않아 심화된 연구가 필요하다, [1], [2].  
이번 연구에서는 를 로 분석하여   Slurry waste Scanning mobility particle sizer (SMPS) 

웨이퍼에서 떨어져 나온 Lumped SiO2와 세리아의 결합에 의한 를 과 peak shift Figure 1 
같이 확인하고 이에 대한 연구를 진행하고 공정에 미치는 영향을 확인했다, , CMP . 

Figure 1. Particle size distribution of  slurry waste
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